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te pellicule de dioxyde de silicium (6) est une 30

pellicule formée d'un composant choisi dans le

groupe comprenant le verte de borosilicate et

le verte de boroarséniosilicate, lesdits premier

type de conductivité et deuxiéme type de

conductivité sont respectivement le type n de 35

conductivité et le type p de conductivité, et

ladite couche de silicium monocristallin (7) est

L/ du type de conductivité p.
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